COMPONENTS| PROCESSOS MICROELECTRONICS

Enginyeria Técnica de Telecomunicacié: Especiditat en Sistemes Electronics

Troncal: 6 crédits (4,5+1,5)

CONTINGUTS

1
2.

3.

o N

Introduccio (objectius de I’ assignatura).

Components passius. resistencies, condensadors, bobines i transformadors.
Associacions. Equacions terminals. Poténciai energia. Circuits basics.
Introduccié a semiconductors. Metalls aillants i semiconductors. Model
d’enllacos. Electrons i forats. Semiconductors intrinsecs i extrinsecs. Dopatge.
Mecanismes de conduccio: deriva i difusié. Generacio i recombinacio.
Semiconductors no uniformes; exemple: launié PN.

El diode d'unié PN. El diode ideal: estructura i funcionament. Caracteristica
corrent-tensio. Caracteristica capacitat-tensié. El diode real. Circuits equivalents.
Diodes especials. Zener, LED, varicaps. Andisi de circuits amb diodes:
rectificadors, limitadors retalladors i reguladors de tensio.

El transistor bipolar: Estructura fisica. Modes d operacio. Caracteristiques
corrent tensid. Models equivalents. Analisi de circuits amb transistors bipolars.
El transistor d'efecte de camp MOSFET. Estructura fisica i funcionament.
Regions d'operacié. Caracteristiques corrent tensi6. Models equivalents.
Circuits amb transistors MOSFET en DC.

Dispositius fotonics.

Processos microelectronics basics orientats a la fabricacio de dispositius i
circuits integrats.
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METODE D’AVALUACIO

Es fara un examen escrit.



